BUNDESREPUB LIK D EUTSCHLAND 



Prioritatsbeschemigung uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 

Anmeidetag: 

Anmelder/lnhaber: 



103 07 280.2 



20. Februar 2003 



Osram Opto Semiconductors^GmbH, 
Regensburg/DE 



Bezeichnung: 



Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden 
Halbleiterbauelements 



Prioritat: 



29.11.2002 DE 102 55 934.1 



IPC: 



H 01 L 33/00 



Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprungiichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



Munchen, den 5. November 2003 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 

Im Auftrag 




P2002, 1020 
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Be schre ibung 

Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden Halbleiter- 
bauelements 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines 
lichtemittierenden Halbleiterbauelements mit einer Diinnfilm- 
schicht, in der eine Photonen emittierende, aktive Zone aus- 
gebildet ist . 

10 

Bei dem Verfahren wird insbesondere eine Schichtenf olge mit 
einer Photonen emittierenden, aktiven Zone auf einem Auf- 
wachssubstrat auf gewachsen, eine Isolationsschicht auf die 
Schichtenf olge aufgebracht und in dieser eine oder mehrere 

15 Durchkontaktierungen hergestellt. Auf die Isolationsschicht 
wird eine Ref lexionskontaktschicht aufgebracht, auf der eine 
Dif f usionssperrschicht aufgebracht wird. Auf diese wiederum 
wird eine Lotkontaktschicht aufgebracht und strukturiert . Die 
gesamte Schichtenf olge wird dann mit einem atzenden Reini- 

20 gungsmittel gereinigt und der Scheibenverbund aus Aufwachs- 

substrat und auf gebrachter Schichtenf olge wird derart auf ein 
Tragersubstrat aufgebracht, daS die Schichtenf olge dem Tra- 
gersubstrat zugewandt ist . Nachf olgend wird das Auf wachssub- 
strat zumindest teilweise entfernt, um ein Dunnf ilmschicht- 

2 5 Halbleiterbauelement zu bilden. 

Ein Verfahren dieser Art ist beispielsweise aus der WO 
02/132 81 bekannt, deren Of f enbarungsgehalt insofern hiermit 
durch Riickbezug aufgenommen wird. Bei dem dort vorgeschlage- 

3 0 nen Verfahren werden auf die Diinnf ilmschicht eine Si3N4- 

Isolierschicht und eine metallische Ref lektorschicht aus 
Au : Zn/TiW : N/Au aufgebracht . 

Die Au : Zn-Ref lexionskontaktschicht wird typischerweise nach 
3 5 dem Aufbringen getempert, um einen ohmschen Kontakt zu bil- 
den. Erst danach wird die TiW :N-Schicht als Dif f usionssperr- 
schicht auf gesputtert . 
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Bei dem beschriebenen Verfahren besteht die Gefahr einer Run- 
zelbildung in der TiW:N Schicht nach der Strukturierung und 
Reinigung, bzw, nach dem Aufloten des Scheibenverbunds auf 
das Tragersubstrat aufgrund einer Delamination an der TiW:N - 
Au:Zn Grenzflache. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Herstellungsverf ahren der eingangs genannten Art anzugeben, 
das die Runzelbildung in der Dif f usionssperrschicht weitest- 
gehend vermeidet und die Zuverlassigkeit der so hergestellten 
Diinnschicht-Lumineszenzdioden erhoht . 

Diese Aufgabe wird durch eine Verfahren mit den Merkmalen des 
Patentanspruches 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merkma- 
len des Patentanspruches 6 gelost . Vorteilhafte Ausgestaltun- 
gen und Weiterbildungen des erf indungsgemaSen Verfahrens ge- 
hen aus den Unteranspriichen 2 bis 5 und 7 bis 16 hervor. 

Erf indungsgemaS ist bei einem Verfahren der eingangs genann- 
ten Art vorgesehen, daS die Ref lexionskontaktschicht nach dem 
Aufbringen auf die Isolationsschicht und vor dem Aufbringen 
der Dif f usionssperrschicht zur Erzeugung eines ohmschen Kon- 
takts getempert wird und die Oberflache der Ref lexionskon- 
taktschicht nach dem Tempern mit einer Atzlosung gereinigt 
wird. 

Ohne an eine bestimmte Erklarung gebunden zu sein, wird ge- 
genwartig angenommen, daS beim Tempern eines Au:Zn- 
Spiegelkontakts durch Segregation von Zn an die Oberflache 
eine verbal tnismaJSig dicke ZnO- Schicht auf der Oberflache des 
Au : Zn-Kontakts entsteht. Auger-Elektronenspektra legen dabei 
eine praktisch stochiometrische ZnO-Schicht mit einer Dicke 
in der GrolSenordnung von 10 nm nahe. 

Weiter wird angenommen, dafi die aufgebrachte Dif f usionssperr- 
schicht fur ein saures Reinigungsmittel zumindest zum Teil 
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durchlassig ist, woraus sich die Gefahr ergibt, dass beim 
Reinigungsschritt vor dem Auf loten auf das Tragersubstrat 
nach dem herkommlichen Prozess die ZnO-Schicht in dem sauren 
Medium lost und zumindest lokal die Haftung der TiW:N Diffu- 
5 sionssperre vermindert . 

Der erf indungsgemafie Reinigungsschritt nach dem Tempern der 
Ref lexionskontaktschicht wirkt nun der Ursache des angespro- 
chenen Problems entgegen. Die zur Reinigung verwendete Atzlo- 
10 sung atzt die ZnO-Schicht auf der Ref lexionskontaktschicht 

bereits vor dem Aufbringen der Dif f usionssperrschicht zumin- 
. ... dest weitgehend ab. Das Risiko einer Runzelbildung und einer 
"^^^ eventuellen Delamination wird dadurch wirkungsvoll vermin- 

dert . 

15 

Die Ref lexionskontaktschicht wird bevorzugt mit einer sauren 
Oder basischen Losung, besonders bevorzugt mit wassriger HCl- 
, H2SO4- Oder NH3-L6sung gereinigt . 

2 0 ZweckmalSig wird die Ref lexionskontaktschicht fiir 10 s bis 10 
min, bevorzugt fur 3 bis 8 min, besonders bevorzugt fur etwa 
5 min mit der Atzlosung gereinigt . 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung des Verfahrens wird die 
25 Ref lexionskontaktschicht bei 400°C bis 600°C, bevorzugt bei 
^ etwa 450°C getempert . Dabei kann die Ref lexionskontaktschicht 

fur etwa 1 bis 2 0 min, bevorzugt fur etwa 13 min getempert 
werden. 

30 Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung ist bei einem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art vorgesehen, dafi die Ref le- 
xionskontaktschicht nach dem Aufbringen und Strukturieren der 
Lotkontaktschicht auf die Dif f usionssperrschicht zur Erzeu- 
gung eines ohmschen Kontakts getempert wird. 



35 



Wird nach dem Abscheiden der Ref lexionskontaktschicht zu- 
nachst die Dif f usionssperrschicht auf gebracht , dann die Lot- 
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kontaktschicht aufgebracht und strukturiert und wird erst da- 
nach der ohmsche Kontakt durch Tempern gebildet, kommt es we- 
gen des fehlenden Sauerstoffs an der Grenzflache nicht zu ei- 
ner Segregation von Zn an die Au : Zn/Dif f iusionssperrschicht- 
5 Grenzflache und zur Bildung von ZnO. Damit wird die Runzel- 
bildung in der Dif f usionssperrschicht wie beim ersten Aspekt 
der Erfindung weitestgehend vermieden. 

In beiden der oben beschriebenen Verfahren ist bevorzugt, dalS 
10 die Isolationsschicht mindestens einen der Stoffe SiNx, SiOx, 
SiOxNy und AI2O3 aufweist. ZweckmaSigerweise ist hierbei bei- 
spielsweise auch vorgesehen, dass die Isolationsschicht im 
Wesentlichen aus einem dieser Stoffe besteht . 

15 Als Ref lexionskontaktschicht wird mit Vorteil eine Au:Zn- 
Schicht aufgebracht . 

Die Dif f usionssperrschicht ist bevorzugt durch eine TiW:N- 
Schicht gebildet. 

20 

Als Lotkontaktschicht wird zweckmaSig eine TiPtAu -Schicht 
aufgebracht . 

Die aufgebrachte Schichtenf olge wird in einer bevorzugten 

2 5 Ausgestaltung des erf indungsgemaSen Verfahrens vor dem Auf- 

bringen auf das Tragersubstrat mit einer waiSrigen HCl-Losung 
gereinigt . 

Das Aufbringen des Scheibenverbunds auf das Tragersubstrat 

3 0 geschieht bevorzugt durch Loten oder Kleben. 

Bei einer Weiterbildung der Erfindung wird in der Diinnfilm- 
schicht vom Tragersubstrat her mindestens eine Kavitat ausge- 
bildet, durch die an der Grenze zwischen Tragersubstrat und 
3 5 Diinnf ilmschicht eine Mehrzahl von Mesen ausgebildet wird. 
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Dabei wird die zumindest eine Kavitat mit Vorteil so tief 
ausgebildet, daS sie die aktive Zone der Diinnf ilmschicht 
durchtrennt . 

5 Die Diinnf ilmschicht wird bevorzugt als eine Schichtenf olge 
auf der Basis von Ini-x-yAlxGayP, mit 0<x<l , 0<y<l und x+y<l 
ausgebildet . 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Merkmale und Details 
10 der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen, der 
Beschreibung der Ausfiihrungsbei spiel e und den Zeichnungen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausf iihrungsbeispie- 
len im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlautert . Es 
15 sind jeweils nur die fiir das Verstandnis der Erfindung we- 
sentlichen Elemente dargestellt. Dabei zeigt 

Figur 1 einen Querschnitt durch eine nach einem erf indungsge- 
mafien Verfahren hergestellte Dunnfilm- 
2 0 Lumineszenzdiode in schematischer Darstellung; 

Figur 2 eine Detailansicht der Lumineszenzdiode von Fig, 1 im 
Bereich der Grenze zwischen Tragersubstrat und Diinn- 
f ilmschicht ; 



Figur 3 ein FluSdiagramm zur Durchfiihrung eines Ausfuhrungs- 
beispiels eines erf indungsgemaSen Verfahrens; und 



Figur 4 ein FluSdiagramm zur Durchfiihrung eines anderen Aus- 
30 fiihrungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Verfahrens. 

Die Lumineszenzdiode 10 gemafi dem Ausf iihrungsbeispiel von Fi- 
gur 1 weist ein Tragersubstrat 12 auf, auf dem eine Diinnf ilm- 
schicht 14 angebracht ist. Die Diinnf ilmschicht 14 besteht im 
3 5 Ausf iihrungsbeispiel aus einer mit Te auf eine Konzentration 
von 5 X 10^° cm'^ hochdotierten n-InGaAlP-Schicht 18 einer 
Schichtdicke von etwa 4 /xm und einer Mg-dotierten p-GaP- 



P2002, 1020 



6 

Schicht 16 mit einer Dicke von etwa 3,5 /xm. Der pn-Ubergang 
bildet eine aktive, Photonen emittierende Zone 17 in der 
Dunnf ilmschicht 14 . 

Zur Steigerung der Lichtauskopplung ist in die Diinnfilm- 
schicht 14 vom Tragersubstrat 12 her eine Mehrzahl von Kavi- 
taten 20 eingebracht, durch die an der Grenze zwischen Tra- 
gersubstrat 12 und Diinnf ilmschicht 14 eine Mehrzahl von Mesen 
22 ausgebildet wird. Die Kavitaten 20 sind dabei so tief aus- 
gebildet, daS sie die aktive Zone 17 der Diinnf ilmschicht 14 
durchtrennen . 

Auf die p-GaP-Schicht 16 ist sowohl im Bereich der Kavitaten 
20 als auch der Mesen 22 eine SiNx- Isolationsschicht 24 auf- 
gebracht, die im Ausf uhrungsbeispiel eine Dicke von etwa 20 0 
nm aufweist- Zur p-seitigen Stromzufuhrung zur aktiven Zone 
17 ist die Isolationsschicht 24 ist entlang der ruckseitigen 
Bef estigungsf lache mit dem Tragersubstrat 12 durch eine Mehr- 
zahl von Durchkontaktierungen 2 8 ' durchbrochen - 

Auf die Isolationsschicht 24 ist eine Schichtenf olge 26 auf- 
gebracht, deren genaue Zusammensetzung am besten in der De- 
tailansicht der Figur 2 zu erkennen ist . Die Schichtenf olge 
26 besteht im gezeigten Ausf uhrungsbeispiel aus einer etwa 
600 nm dicken Au : Zn-Schicht als Ref lexionskontaktschicht 40, 
einer etwa 200 nm dicken TiW:N-Schicht als Dif f usionssperr- 
schicht 42, sowie einer Lotkontaktschicht 44, die aus einer 
etwa 100 nm dicken Ti-Schicht 50, einer etwa 100 nm dicken 
Pt-Schicht 52 und einer etwa 1000 nm dicken Au-Schicht 54 zu- 
sammengesetzt ist. 

Zur Erzielung einer ausreichenden mechanischen Stabilitat ist 
die Diinnf ilmschicht 14 auf das leitfahige Tragersubstrat 12 
gelotet, das im Ausf iihrungsbeispiel durch ein n-GaAs-Substrat 
gebildet ist. Oberseite und Unterseite des Tragersubstrats 12 
sind mit AuGe-Kontaktschichten 34 bzw. 36 versehen. Auf der 
der Diinnf ilmschicht 14 zugewandten Seite des Tragersubstrats 
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12 ist auf der AuGe-Kontaktschicht 36 eine TiPtAu/AuSn- 
Schicht 3 8 angebracht . 

Die Vorder- oder Auskoppelseite der Lumineszenzdiode 10 ist 
5 mit einem Mittenkontakt 3 0 und einem Metallrahmen 32 verse- 
hen, der liber zwei nicht dargestellte leitende Stege mit den 
Mittenkontakt 30 verbunden ist. Im Ausf lihrungsbeispiel sind 
der Mittenkontakt 30 und der Metallrahmen 32 aus einer 
Ti/Pt/Au-Schicht und einer zwischen dieser und der Diinnfilm- 
10 schicht 14 angeordneten TiAuGe-Schicht gebildet. 

Ein Verfahren zur Herstellung der Lumineszenzdiode 10 von 
Fig. 1 und 2 wird nun in Zusammenhang mit dem FluSdiagramm 
der Fig. 3 beschrieben. 

15 

Dabei wird in einem Schritt 60 die InAlGaP-Schichtenf olge , im 
Ausf uhrungsbeispiel der Fig. 1 eine Schichtenf olge aus Te- 
dotiertem n-InGaAlP 18 und Mg-dotiertem p-GaP 16 auf das Auf- 
wachssubstrat auf gewachsen . Dann wird in Schritt 62 die SiNx- 
20 Isolationsschicht 24 auf die Halbleiterschichtenf olge aufge- 
bracht . 

In Schritt 64 wird die Au : Zn-Ref lexionskontaktschicht 40 ab- 
geschieden. Die Au : Zn-Schicht wird dann im Schritt 66 bei 
25 450 °C fur etwa 13 min getempert, um einem ohmschen p-Kontakt 
zu formen. Dabei bildet sich, wie weiter oben erlautert, 
durch Segregation von Zn an die Oberflache des Au: Zn-Schicht 
eine etwa 10 nm dicke, fast stochiometrische ZnO-Schicht an 
der Oberflache der Ref lexionskontaktschicht 40. 

30 

Im Reinigungsschritt 68 wird diese ZnO-Schicht in wassriger 
HCl-Losung (Verhaltnis HCl : H2O = 1 : 10) bei 5 miniitiger 
Einwirkzeit abgeatzt. Danach wird in Schritt 70 die TiW:N- 
Dif f usionssperre 42 mit Riicksputtern auf die gereinigte 
3 5 Au : Zn-Schicht auf gesputtert . 
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Nachfolgend wird in Schritt 72 der Ti/Pt/Au Schichtstapel 44 
auf gebracht und strukturiert . In Schritt 74 werden die auf ge 
brachten Schichten mit HCl gereinigt, bevor der Scheibenver- 
bund aus Auf wachssubstrat und auf gebrachten Schichten in 
Schritt 76 auf das Trager subs t rat 12 aufgelotet wird. 

Danach schreitet das Herstellungsverf ahren in dem Fachmann 
bekannter Weise fort. Beispielsweise wird nach dem Entfernen 
des Aufwachssubstrates eine elektrische Kontaktierung 30, 32 
auf die Vorderseite der Diinnf ilmschicht 14 auf gebracht • Wer- 
den wie iiblich eine Mehrzahl von Lumineszenzdiode 10 gleich- 
zeitig hergestellt, so werden die einzelnen Diodenchips des 
Waf erverbunds in bekannter Weise vereinzelt. 

Ein alternatives Verfahren zur Herstellung einer Lumineszenz 
diode wie in Fig. 1 und 2 gezeigt, wird in Zusammenhang mit 
dem Flufidiagramm der Fig. 4 beschrieben. 

Bei diesem Verfahren sind die ersten Schritte identisch zu 
dem oben beschriebenen Verfahren. Insbesondere wird in 
Schritt 8 0 die InAlGaP-Schichtenf olge 14 auf das Aufwachssub 
strat aufgewachsen, in Schritt 82 die SiNx-Isolationsschicht 
24 auf die Halbleiterschichtenf olge aufgebracht und in 
Schritt 84 die Au : Zn-Ref lexionskontaktschicht 40 auf der Iso 
lat ionsschicht abgeschieden . 

Anders als im ersten Verfahren wird das Tempern der Au:Zn- 
Schicht jedoch in der ProzeSkette verschoben. Dadurch ent- 
fallt auch der bei obigem Verfahren nach dem Temperschritt 
vorgesehene Reinigungsschritt . Vielmehr wird nach dem Ab- 
scheiden der Au : Zn-Schicht 40 zunachst in Schritt 86 die 
TiW :N~Dif f usionssperre 42 auf gesputtert und in Schritt 88 de 
Ti/Pt/Au Schichtstapel 44 aufgebracht und strukturiert. Erst 
dann wird in Schritt 90 der ohmsche p-Kontakt durch Tempern 
bei 450 fiir etwa 13 min gef ormt . Durch die Verschiebung 
des Temperschritts in der ProzelSkette wird ebenfalls die Se- 
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gregation von Zn an die Oberflache der Au : Zn-Schicht vermie- 
den. 

Das weitere Herstellungsverf ahren folgt dann dem ersten Ver- 
fahren: In Schritt 92 werden die auf gebrachten Schichten mit 
HCl gereinigt, und in Schritt 94 wird der Scheibenverbund aus 
Aufwachssubstrat und auf gebrachten Schichten auf das Trager- 
substrat 12 auf gelotet . 

Wahrend die Erfindung mit Bezug auf die Herstellung von Dunn- 
f ilm-Lumineszenzdioden geschildert und erlautert wurde, ver- 
steht es sich, daS die genannte Vorgehensweise auch in ande- 
rem Zusammenhang eingesetzt werden kann, beispielsweise bei 
der Herstellung von herkommlichen Leuchtdiodenchips . 

Weiter versteht es sich, dafi die in der Beschreibung, - in den 
Zeichnungen sowie in den Anspriichen offenbarten Merkmale der 
Erfindung sowohl einzeln als auch in jeder moglichen Kombina- 
tion fur die Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein 
konnen . 



P2002, 1020 



10 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden Halblei- 
terbauelements mit einer Diinnf ilmschicht (14) , in der eine 

5 Photonen emittierende , aktive Zone (17) ausgebildet ist, mit 
den Verf ahrensschritten: 

- Ausbilden einer Schichtenf olge (14) mit der Photonen emit- 
tierenden, aktiven Zone (17) auf einem Auf wachssubstrat ; 

- Aufbringen einer Isolationsschicht (24) auf die Schichten- 
10 folge und Herstellen von einer oder mehrerer Durchkontaktie- 

rungen (28) in der Isolationsschicht; 

- Aufbringen einer Ref lexionskontaktschicht (40) auf die Iso- 
lationsschicht (24) ; 

- Aufbringen einer Dif f usionssperrschicht (42) auf die Refle- 
15 xionskontaktschicht (40) ; 

- Aufbringen und Strukturiereri einer Lotkontaktschicht (44) 
auf die Dif f usionssperrschicht (42); und 

- Reinigen der auf gebrachten Schichtenf olge mit einer Atzlo- 
sung ; 

20 dadurch gekennzeichnet, dalS 

- die Ref lexionskontaktschicht (40) nach dem Aufbringen auf 
die Isolationsschicht (24) und vor dem Aufbringen der Diffu- 
sionssperrschicht (42)zur Erzeugung eines ohmschen Kontakts 
getempert wird und 

25 - die Oberflache der Ref lexionskontaktschicht (40) nach dem 
Tempern mit einer Atzlosung gereinigt wird. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
3 0 die Atzlosung eine saure oder basische Losung, bevorzugt eine 
wassrige HC1-, H2SO4- oder NHs-Losung ist , 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

35 die Ref lexionskontaktschicht (40) fur 10 s bis 10 min, bevor- 
zugt fiir 3 bis 8 min, besonders bevorzugt fur etwas 5 min mit 
der Atzlosung gereinigt wird. 



P2002, 1020 



11 



4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Ref lexionskontaktschicht (40) bei 400 °C bis 600 be- 
5 vorzugt bei etwa 4 50 °C getempert wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Ref lexionskontaktschicht (40) fiir etwa 1 bis 2 0 min, be- 
10 vorzugt fiir etwa 13 min getempert wird, 

. 6. Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden Halblei- 

^ terbauelements mit einer Diinnf ilmschicht (14) , in der eine 

Photonen emittierende , aktive Zone (17) ausgebildet ist, mit 
15 den Verf ahrensschritten : 

- Ausbilden einer Schichtenf olge (14) mit einer Photonen 
emittierenden, aktiven Zone (17) auf einem Auf wachssubstrat ; 

- Aufbringen einer Isolationsschicht (24) auf die Schichten- 
folge und Herstellen von einer oder mehrerer Durchkontaktie- 

2 0 rungen (2 8) ; 

- Aufbringen einer Ref lexionskontaktschicht (40) auf die Iso- 
lationsschicht (24) ; 

- Aufbringen einer Dif f usionssperrschicht (42) auf die Ref le- 
xionskontaktschicht (40) ; 

^|^_ 25 - Aufbringen und Strukturieren einer Lotkontaktschicht (44) 
^ auf die Dif f usionssperrschicht (42) ; und 

- Reinigen der auf gebrachten Schichtenf olge mit einem sauren 
Reinigungsmittel ; 

dadurch gekennzeichnet, daS 

3 0 die Ref lexionskontaktschicht (4 0) nach dem Aufbringen und 
Strukturieren der Lotkontaktschicht (44) auf die Diffusions - 
sperrschicht (42) zur Erzeugung eines ohmschen Kontakts ge- 
tempert wird. 



35 



7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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als Isolationsschicht (24) eine Schicht aufgebracht wird, die 
mindestens einen der Stoffe SiNx/ SiOx, SiOxNy und AI2O3 auf- 
weist . 

5 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
als Ref lexionskontaktschicht (40) eine Au : Zn-Schicht aufge- 
bracht wird. 

10 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
als Dif f usionssperrschicht (42) eine TiW :N-Schicht aufge- 
bracht wird. 

15 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
als Lotkontaktschicht (44) ein TiPtAu-Schichtenstapel (50, 
52, 54) aufgebracht wird. 

20 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die aufgebrachte Schichtenf olge vor dem Aufbringen auf das 
Tragersubstrat (12) mit einer waSrigen HCl-Losung gereinigt 
wird . 



25 



30 



12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
der Scheibenverbund auf das Tragersubstrat (12) gelotet oder 
geklebt wird. 



13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dalS 
in der Dunnf ilmschicht (14) vom Tragersubstrat (12) her min- 
destens eine Kavitat (2 0) ausgebildet wird, durch die an der 
35 Grenze zwischen Tragersubstrat (12) und Diinnf ilmschicht (14) 
eine Mehrzahl von Mesen (22) ausgebildet wird. 
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14. Verfahren nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die zumindest eine Kavitat (20) so tief ausgebildet wird, daS 
sie die aktive Zone (17) der Dunnf ilmschicht (14) durch- 
5 trennt . 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Dunnf ilmschicht (14) als eine Schichtenf olge auf der Ba- 
10 sis von Ini-x-yAlxGayP oder auf der Basis von Ini_x-yAlxGayP und 
AlaGabAs, mit 0<x<l, 0<y<l, 0<a<l, 0<b<l und x+y<l, a+b<l aus- 
gebildet wird. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
15 dadurch gekennzeichnet, daS 

der Scheibenverbundes aus Auf wachssubstrat und auf gebrachter 
Schichtenf olge auf einem Tragersubstrat (12) derart aufge- 
bracht wird, dafi die Schichtenf olge dem Tragersubstrat (12) 
zugewandt ist und das Aufwachssubstrat zumindest teilweises 
20 entfernt wird, um ein Dunnf ilmschicht -Halbleiterbauelement zu 
bilden. 
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Zusammenf assung 

Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden Halbleiter- 
bauelements 

5 

Ein Verfahren zum Herstellen eines lichtemittierenden Halb- 
leiterbauelements mit einer Diinnf ilmschicht (14) , in der eine 
Photonen emittierende, aktive Zone (17) ausgebildet ist, um- 
fasst: Aufwachsen einer Schichtenf olge (14) mit einer Photo- 

10 nen emittierenden, aktiven Zone (17) auf einem Aufwachssub- 
strat; Aufbringen einer Isolat ionsschicht (24) auf die 
Schichtenf olge und Herstellen von einer oder mehrerer Durch- 
kontaktierungen (28) , Aufbringen einer Ref lexionskontakt- 
schicht (40) auf die Isolationsschicht (24) , Aufbringen einer 

15 Dif f usionssperrschicht (42) auf die Ref lexionskontakt schicht 
(40) ; Aufbringen und Strukturieren einer Lotkontaktschicht 
(44) auf die Dif f usionssperrschicht (42) , Reinigen der aufge- 
brachten Schichtenf olge mit einer Atzlosung, Aufbringen des 
Scheibenverbundes aus Auf wachssubstrat und aufgebrachter 

2 0 Schichtenf olge auf einem Tragersubstrat (12) derart, dafi die 

Schichtenf olge dem Tragersubstrat (12) zugewandt ist, und zu- 
mindest teilweises Entfernen des Auf wachssubstrats . Erfin- 
dungsgemaS wird die Ref lexionskontaktschicht (40) nach dem 
Aufbringen auf die Isolationsschicht (24) und vor dem Auf- 
25 bringen der Dif f usionssperrschicht (42) zur Erzeugung eines 

ohmschen Kontakts getempert und ihre Oberflache nach dem Tem- 
pern mit einer Atzlosung gereinigt . 

3 0 Figur 1 
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Aufwachsen einer aktiven InAIGaP-Schichtenfolge 
auf eine Aufwachssubstrat 




Tempern des Au:Zn Kontakts 




Reinlgen: Abatzen der ZnO-Schicht mit wassriger 
HCI"L6sung 



Aufbringen einer TiW:N Diffusionssperre 




Aufwachsen einer aktiven InAIGaP-Schichtenfolge 
auf eine Aufwachssubstrat 



Aufbrlngen einer SiNx Isolationsschicht 




Aufbringen eines Au:Zn Spiegelkontakts 




Aufbrlngen einer TiW:N Diffusionssperre 




Aufbrlngen und Strukturieren einer TiPtAu-Schlcht 




Tempern des Au:Zn Kontakts 




HCI-Reinigen der aufgebrachten Schichtenfolge 



Aufloten des Scheibenverbundes auf ein 
Tragersubstrat 



